
MENORIR DESCRIPTIVA 
para solicitar

F  A  T 3  N T S D E I N T E N C I O N .  

por'VEBMB aüos
a nombre ¿Le N.V. PHILIPS* GLOEILAnBENFABRIEKBN , entidad 
holandesa, establecida ai smnasingél 29, Eindhoven, Holan­
da, por:

"DISPOSITIVO RECTIFICADOR DE ALTA TENSION"

La presente intención se refiere a rectificadores de 
alta tensión que comprenden una pluralidad de elementos semi­
conductores conectados en serie ̂ un electrodo de entrada para 
suministrar la tensión alterna que debe ser rectificada y un 
electrodo de salida para derivar la tensión continua obteni­
da por rectificación.

Como ya es sabidot para rectificar tensiones alternas 
pueden utilizarse elementos semiconductores, por ejemplo cé­
lulas de silicio o células de selenia. Dado que tales elemen­
tos semiconductores pueden resistir solamente una tensión 
comparativamente baja, la rectificación de tensiones alter-
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Ras elevadas requiere la conexión en serie de un gran núme­
ro de elementos semiconductores. Asi, por ejemplo, para pro­
ducir la alta tensión de aceleración (15 kilovolta) para el 
¿nodo final de un tubo de televisión de visión directa, se 
utiliza un rectificador que está formado por aproximadamen­
te 500 elementos semiconductores.

Sin embargo, se ha encontrado que en tales rectif ica­
dores construidos de un gran número de elementos, una pro­
porción considerable de la tensión que dehe ser rectificada 
es producida sobre los elementos ubicados carca del electro­
do de entrada, mientras que substancialmente no se produce 
tensión sobre los elementos ubicados en el otro lado (cerca 
del electrodo de salida). Además, se ha encontrado que la 
gran caída de tensión sobre los elementos ubicados cerca 
del electrodo de entrada, no puede ser reducida en grado 
apreciable por medio de un otro aumento en el número de ele­
mentas del rectificador de alta tensión.

Será evidente que, debido al fenómeno precedentemente 
mencionado, por un lado, los elementos ubicados cerca del 
electrodo de entrada son sobrecargados, y por el otro, loa 
elementos ubicados cerca del electrodo de salida son subs­
tancia hmente inútiles.

Un objeto de la invención con siete en proveer medios 
para mejorar la distribución der la tensión en el rectifica* 
dor y para este fin, el rectificador de alta tensión de 
acuerda con la invención ae caracteriza por comprender un 
conductor neutratizador y medios para suministrar la ten­
sión alterna que debe aer rectif icada al conductor neutra- 
lizador, da una manera tal que las capacitancias parásitas 
de los elementos semiconductores, son neutralizadas, al me**
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nos substancialmente, por las capacitancias de los elemen­
tos semiconductores en relación al conductor neutralizadcr.

^  fin de que la invención pueda ser fácilmente lleva­
da a la práctica, la miaña será descrita a continuación dotar* 
lladamante, a titulo de ejemplo, con referencia a los dibu­
jos esquemáticos acompañados, en que

La fig. 1 muestra el diagrama de substitución de un 
rectificador de alta tensión conocido.

La ilg. 2 muestra la distribución de tensión en un rec­
tificador de alta tensión conocido.

La iig. 3 muestra el diagrama de substitución de un 
rectificador da alta tensión provisto con un conductor neu- 
tralisador de acuerdo con la invención.

Las figo. 4 y 5 muestran una primera y una segunda 
realización, respectivamente, de un rectificador de alta ten­
sión provisto con un conductor neutraíizador de acuerdo con 
la invención, y

Las figs* 6a y 6b muestran respectivamente una tercera 
realización de un rectificador de alta tensión provisto coi 
un conductor neutraíizador de acuerdo con la invención y la 
variación de tensión en este rectificador.

La íig. 1 muestra el diagrama de substitución de un 
rectificador construido por un gran número (N) de elementos 
semiconductores conectados en serie. Cada elemento esté re­
presentado por un diodo (d^— — — dg) que es derivado por 
una capacitancia de diodo Cg. una tensión alterna que debe 
ser rectificada es suministrada entre un electrodo de entra­
da 1 del rectificador y masa y la tensión obtenida por rec­
tificación puede ser derivada entre un electrodo de salida 
2 y masa. G^ indica un capacitor de filtro que usualmgite es-
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Para ana buena comprensión de la invención es impor­
tante ana idea de la distribución de la tensión alterna an 
el rectificador. Los diodos d^-- --- &R, indicados en li­
neas punteadas en la figura 1, pueden no ser tomados an 
cuenta para determinar dicha variación de la tensión alter­
na. Sin embargo, la invención se basa en el reconocimiento, 
del hecho de que no solamente las capacitancias de los dio­
dos Cg conectadas en serie, sino tambión las capacitancias 
parásitas de los diodos en relación a masa o al ambiente 
(que debe ser considerado a potencial de masa) ejercen gran 
influencia sobre la variación de la tensión alterna a pasar 
del hecho de que dichas capacitancias son muy bajas (por 
ejemplo & mpF). Bichas capacitancias parásitas están indi­
cadas por la referencia en la iig. 1.

Hiede apreciarse de una manera simple que, si las ca­
pacitancias parásitas pudiesen ser despreciadas, la ten­
sión alterna en el rectificador, debido a las capacitancias 
de diodo achatancialmente igualas Cg conectados an serie, 
mostraría una variación lineal desde el valor u en el elec­
trodo de entrada 1 hasta el valor o en el electrodo de sa­
lida 2, de modo que la misma tensión 3/N aparecería sobre 
cada elemento semiconductor, pe un cálculo en que son toma­
das en cuento tambión las capacitancias parásitas Cp se si­
gue, sin embargo., que para la variación de tensión alterna 
(V(n) tenemos:
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en que n índica el número ordinal de cada elementé 
do desde el electrodo de salida 2.

, enumera^-

Si N y S*^s ^  pequero en relación a la unidad, 
las dos funciones hiperbólicas que aparecen en la expresión 
antea mencionada pueden ser reemplazadas por los argumentos 
de modo que entonces tenemos aproximadamente

V(n) U
n í c /c í P' a¡ -*t *v
N ¡ / v ° .

- U n/R (II)

expresión que indica la variación lineal de la tensión al­
terna antes mencionada# Dicha aproximación no es permitida, 
sin embargo, por el valor de N, Cg y Cp que se presentan en 
la práctica con rectificadores de alta tensión, dado que 
para tales rectificadores pódanos tener, por ejemplo; N = 
500* Cg s* 80 pF, Cp =  a mpF. de modo que R ^ p / C g  =  5. ¿ai 
se encuentra que, a pesar del valor muy bajo- de las capaci­
tancias parásitas (un factor lo^ inferior que Cg), estas ca­
pacitancias .ejercen una influencia sobre la variación de 
tensión que no puede ser despreciada.

Con la ayuda de la expresión (I), se ha determinado 
la variación de la tensión alterna a lo largo del rectifi­
cador para loa valores especificados y está mostrada por la 
curva a en la f Ig. 2. Da esta curva se ve claramente que 
una parte considerable de la tensión aparece sobre los ele­
mentos ubicados cerca del electrodo de entrada (la mitad de 
la tensión sobre aproximadamente 14%  de los elementos pre­
sentes ) y  que substancialmente no ocurre caída de tensión 
sobre los elementos ubicados cerca del electrodo de entrada. 
La variación de tensión no es mejorada si es aumentado el296153

****
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número da elementos semiconductores en el rectificador. Beto 
es mostrado por la corva jb en la iig. 2 que ilustra la varia­
ción de tensión para Cg = SO pF y = 8 mpF, igualmente, 

pero N = 6oo.
Con referencia al diagrama de substitución mostrado 

en la fig. 3, se indicará de qué manera puede ser eliminada 

la influencia de las capacitancias parásitas sobre la varia­

ción de tensión en el rectificador de acuerdo con la inten­
ción. gara este fin cada elemento está provisto con una ca­
pacitancia neutralizadora que es conectada, por ejemplo, a 

la tensión alterna IT que debe ser rectificada; dichas capa­
citancias neutralizadoras están indicadas por en la fig.3.

Es posible datenminar de una manera simple la magni­
tud de dichas capacitancias neutr alizadoras para una neutra­
lización óptima de las capacitancias parásitas sobre la si­
guiente linea de pensamiento. La conexión entre la capaci­
tancia nautralisado ra y la capacitancia parásita Cp por
un lado, y la combinación serie de las capacitancias de dio­
dos Cg, por el otro, como se indica con la referencia 3 y 
se muestra en líneas punteadas en la íig. 3, se supone qué 
está interrumpida para cada elemento semiconductor. La va­
riación de tensión a lo largo de las capacitancias de dio­
dos muestra ahora la variación lineal deseada, que es indi­
cada por la expresión

V(n) =  u n/N

30

Si ahora las capacitancias neutralizadoras son ele­
gidas de modo tal que la tensión en cada punto común de una 
capacitancia neutralizadora y una capacitancia parásita tie­

ne también el valor u n/R, las conexiones 3 ^dan ser res-
^  ^  , *7 J
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tablecidas sin cambio do la variación da tensión a lo lar­
go do la combinación serio de lae capacitancias de diodos.
La condición que cada punto comón de una capacitancia neu- 
traliz,adora y una capacitancia parásita tenga la tensión u 

5 * n/T! se cumple si las capacitancias neutralizadoras son pro­
porcionadas de modo que

^(n) =  C. A (III)

^  De lo que antecede ae sigue que, si es cumplica la
condición (111), la tensión en el rectificador varia li­
nealmente de modo que la misma caída de tensión ocurre so­
bre cada elemento semiconductor, jpara esta neutralización 
óptima cada uno de los elementos ubicados cerca del electro- 

15 do de entrada debe ser provisto con una capacitancia neutra­
lizados que es grande con relación a Cp y cada uno de los 
elementos ubicados cerca del electrodo de salida debe ser 
provisto con una capacitancia neutralizados que es baja en 
relación a Cp. Las capacitancias neutr alijadoras deben 

2o ser aproximadamente del mismo orden de magnitud que las
capacitancias parásitas en el centro del rectificador (n =
H/2).

Debe mencionarse que de manera similar puede calcth- 
larse que, si la tensión alterna que debe ser rectificada 

25 es suministrada a las capacitancias neutral izadoras con
una amplitud que es un factor a mayor que la de la ten­
sión alterna suministrada al electrodo de entrada 1 , las 
capacitancias neutralijadoras, para una neutralización 
óptima deben satisfacer la condición:

. -T'.' <3
-  7 -
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Si la práctica, la medida de acuerdo con la invención 
puede consistir en la provisión de un conductor neutral!— 
zador, al que es suministrada la tensión alterna que debe 
ser rectificada, y que está dispuesto y/c fornado de modo 
que las capacitancias entre los elementos semiconductores 
y el conductor neutralizador disminuyen progresivamente 
cuanto más cerca están colocados los elementos hacia el la­
do del electrodo de salida*

Una realización simple está ilustrada en la flg. 4 
que muestra un rectificador de alta tensión que comprende 
elementos semiconductores d^, un electrodo de entrada 1 , un 
electrodo de salida 2, y una capa aislante 4* El rectifica 
dor comprende también un cable de alta tensión cuyo cinduc­
tor conectado al electrodo de entrada 1 actúa como un con­
ductor neutralisador. Dicho cable se extiende tan próximo 
como es posible a lo largo del rectificador, a través de 
una parte del rectificador ubicada cerca del electrodo de 
entrada, mientras que la distancia entre el cable y el rec­
tificador aumenta hacia el electrodo de salida a través de 
la parte restante del rectificador. las capacitancias neu­
tral izadoras Qa están constituidas por las capacitancias 
entre les elementos semiconductores y el conductor neutra?* 
lizador.

Una nasalidad satisfactoria de la variación de ten­
sión en el rectificador puede ser obtenida de la manera 
ilustrada en la fig. 4. Sin embargo, no se obtiene una 
nasalidad óptima, dado que para esto es necesario que, 
como resulta de la ecuación ( m )  , las capacitancias neu-



tralizadoras en al electrodo de entrada sean muy grandes 
can relación a las capacitancias parásitas.

J&ara satisfacer la ecuación (III) tambián para los 
elementos ubicados cerca del electrodo de aitrada, no es 
necesario que las capacitancias neutralizadoraa mismas 
sean hechas muy grandes cerca del electrodo de entrada. Da­
do que la ecuación (111) impone solamente una exigencia so­
bre la relación entre ¿a capacitancia neutraliz adora (¡̂  y 
la capacitancia parásita Cp, el efecto deseado es mejorado 
tambián por el hedho de que, debido a la acción de blinda­
je del conductor neutralizador, las capacitancias parásitas 
de loe elementos en relación a masa (el ambiente) es menor 
cuanto mayor es la capacitancia entre los elementos y el 
conductor neutralizador. En la ecuación (ni); y también 
en la ecuación ( m a )  * Cp es así dependientes n, como tam- 
bián lo es

La ílg. 5 muestra una realización en qpe se obtiene 
una linealidad óptima de la variación de tensión en el reo* 
tificador. La envoltura aislante de un rectificador 6 está 
cubierta con una capa conductora 7 (por ejemplo metal o car­
bón), que rodea substancialmente al rectificador cerca de 
su electrodo de entrada, disminuyendo la parte de la envoítu** 
ra aislante cubierta por la capa 7 en la dirección hacia el 
electrodo de salida. Las capacitancias neutralizadoraa sen 
mayores y además las capacitancias parásitas en relación a 
masa son menores, cuanto mayor es la parte de un rectifica­
dor cubierta con la capa conductora.

De lo que antecede aerá evidente que el conductor nea— 
tralisador que debe ser provisto de acuerdo con la invención 
puede tener una variedad de formas y posiciones ai relación
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al rectificador* ¿si ea pasible, por ejemplo, en lugar de 
proveer una oapa conductora sobre la envoltura aislante, 
como se muestra en la fig. 5, proveer un devanado de alam­
bre con un paso creciente progresivamente*

De acuerdo con otro aspecto de la invención es posi­
ble aumentar el grosor de la capa aislante hacia el electro­
do de salida, especialmente si el conductor neutralizadcr 
está provisto directamente sobre la capa aislante del recti­
ficador. ¿sí, no solamente se obtiene una reducción adicio­
nal de las capacitancias neufraiizadoraa cerca del electrodo 
de aalida, sino que se logra temblón que sea resistida mejor 
la gran diferencia de potencial entre el conductor neutrali- 
zador y los elementos semiconductores colocados cerca del 
electrodo de salida#

3R la práctica, un rectificador que es neutralizado, 
por ejemplo, como se muestra en la figura 4 o en la fig* 5, 
de modo que ocurre en ól una variación de tensión lineal 
durante la producción de una tensión continua positiva, no 
puede ser utilizado sin variar la forma para producir una 
tensión continua negativa.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, a fin 
de obtener un rectificador que es neutralizado tanto para 
producir una tensión continua positiva como negativa, el 
capacitor neutralizadcr puede ser amovible^ invistiendo el 
conductor neutralizadcr y conectándolo al otro electrodo, 
el rectificador puede ser vuelto adecuado para producir 
una tensión continua de otra polaridad.

Una realización posible de un rectificador que per­
mite producir una tensión continua positiva, asi como una 
negativa, sin que un conductor neutralizadcr deba ser he-
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cha amovible, es mostrada en la fig. 6.
Dicha figura muestra un circuito en que la capa ais­

lante de un rectificador de alta tensión 9 es cubierta subs­
tancialmente por una capa conductora 10* que actda oomo un 
conductor neutralizador. La tensión alterna que debe ser rec­
tificada es suministrada por un devanado 1 1 de un transforma­
dor y aplicada al electrodo de entrada del rectificador. La 
tensión alterna que debe ser rectificada es aplicada Igual­
mente al conductor neutralizador lo, pero con una amplitud 
que es aproximadamente la mitad de la amplitud de la tensión 
aplicada al electrodo de entrada. La tensión alterna para al 
conductor neutralizador puede ser obtenida de una deriva­
ción 12 sobre el devanado del transformador; tambión es po­
sible derivar dicha tensión desde el electrodo de entrada 1 

a trsvóa de un capacitor de capacitancia adecuada.
la realización mostrada en la iig. 6a* no se obtie­

ne una linealidad óptima de la variación de tensión en el 
rectificador, pero en cambio se obtiene una mejora consi­
derable en comparación con un rectificador en que no se usa 
neutralización, nn la fig. 6b, 'la curva I ilustra la varia­
ción de tensión en un rectificador que no es neutralizado 
y la curva II ilustra la variación de tensión con una neu­
tralización como la mostrada en la iig. 6a.

Seta solicitud, que corresponde a la presentada en 
Holanda el & de Febrero de 19&3, con el Rd 288.761* se aco­
ge a los beneficios del articulo 51 del vigente Estatuto so­
bre ¡propiedad industrial.

-  11 -
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Los puntos de Invención propia y nueva que se presen­
tan para que sean objeto de esta Fatente de invencida en Es­
paña, por VEINTS años, son los siguientes:

le. - Dispositivo rectificador de alta tensidn que com­
prende una pluralidad de elementas semiconductores conecta­
dos en serie, junto con un electrodo de entrada para el su­
ministro de la tensidn alterna que debe ser rectificada y un 
electrodo de salida para derivar la tensidn continua obteni­
da por reotificacidn, caracterizado porque el rectificador 
Incluye un conductor neutralizador y medios aplicadores de 
la tensidn alterna que debe ser rectificada al conductor 
neutralisador, de modo que son neutralizadas las capacitan­
cias parásitas de los elementos semiconductores, al menos 
substancialmente, por las capacitancias de los elementos 
semiconductores en relacidn al conductor neutralizador.

2n.. - Dispositivo rectificador de alta tensidn de 
acuerdo con la reivindicacidn 1 , caracterizado perqué las 
capacitancias de los elementos semiconductores en relacidn 
al conductor neutralizador son más altas cuanto más cerca 
del electrodo de mitrada estén colocados los elementos 
semiconductores .

33. - Dispositivo rectificador de alta tensidn de acuer­
do con la reivindicacidn 1 d 2, caracterizado porque la dis­
tancia entre loa elementos semiconductores y el conductor 
neutralizador, ai menos para una parte de los elementos 
semiconductores, es mayor cuanto más cerca del electrodo de 

salida están colocados los elementos semiconductores.
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43+ - Dispositivo rectificador de acuerdo con la rei­

dor está formado por el conductor de un cabla de alta ten­
sión.

5*. —  Dispositivo rectificador de acuerdo con las rei­
vindicaciones i, 2 6 3y que está cubierto con una capa ais­
lante, caracterizado porque el conductor neutralizador está 
formado por una capa conductora que cubre parcialmente la 
capa aislante de modo que el porcentaje de parte cubierta, 
aumenta hacia el electrodo de entrada#

6a. - Dispositivo rectificador de acuerdo con la rei­
vindicación 5, caracterizado porque el grosor de la capa 
aislante aumenta hacia el electrodo de salida#

7R. - Dispositivo rectif icador de acuerdo con una o 
más de las reivindicaciones 1 a 5 inclusiva, caracterizan­
do porque el conductor neutralizador ea amovible.

8e. *s Dispositivo de circuito rectificador para rec­
tificar una tensión alterna elevada caracterizado porque 
el circuito incluya un rectificador de alta tensión de 
acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, 
siendo suministrada al conductor neutralizador la tensión 
alterna que debe ser rectificada.

9*. - Dispositivo de circuito de acuerdo con la rei­
vindicación 8, caracterizado porque la tensión alterna que 
debe ser rectificada ea suministrada al conductor neutrar- 
lizador a través de un capacitor.

10** - Dispositivo de circuito de acuerdo con la 
reivindicación 8, en que la tensión alterna que debe ser 
rectificada es derivada de un devanado de un transforma­

dor, caracterizado porque el conductor n

vindicación 3, caracterizado porque el conductor neutralizar

30
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conectado a una derivación de dicho devanado.
lía. - Dispositivo rectificador de alta tensión.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que antece­

de, representado en loa dibujos que se acompañan y con íoa 

fines que ae han especificado.
Bata Memoria conata de catorce hojas escritas a má­

quina por una aola cara.
Madrid

3

286153
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